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TRANSISTORUN 3. ve 4. BOLGE KARAKTERISTIGININ CIKARILMASI
Ogrenci Isim Ogrenci No Grup No

Transistoriin dort bolge karakteristiklerinden 3. ve 4. bolgelere ait egrilerin elde edilmesi ve bu
egrilerden Giris Direnci ve Akim Kazanci parametrelerinin hesaplanilmasi amaclanmaktadir.

Laboratuvarda kullanilabilecek ekipmanlar:
—Y-0016/006 Modiil

— DC gii¢ kaynag:
Ogrenciler tarafindan getirilmesi gereken ekipmanlar:

— 2 Adet Olg¢iim Cihazi (Avometre)

On Bilgiler:

1-) Transistoriin 3. Bélge Karakteristigi

Bir transistoriin belli bir kollektor-emiter gerilimi de (V,, =sbt) base akiminin (/,) base-emiter
gerilimine (V,,) bagli olarak degisimini gosteren egriye (/, = f.V, ) transistoriin 3. Bolge karakteristigi

denir. Asagidaki seklide bir transistoriin 3. Bolge karakteristigi ve bu karakteristigi elde etmek igin
kullanilan baglant1 semas1 goriilmektedir.
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Transistorlerin 3. Bolge karakteristiklerinden faydalanarak giris empedansit bulunur.

2-) Transistoriin 4. Bolge Karakteristigi

Bir transistoriin belli bir base akiminda (/, = sbt ) base-emiter geriliminin ( V), ) kollektor-emiter
gerilimine (V) bagl olarak degisimini gosteren egriye (V,, = f.V,,) transistoriin 4. Bolge

karakteristigi denir. Asagidaki seklide bir transistoriin 4. Bolge karakteristigi ve bu karakteristigi elde
etmek i¢in kullanilan baglanti semas1 goriilmektedir.
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Sekil 2

Transistoriin 4. Bolge karakteristiginden faydalanarak kollektor-base arasindaki gerilim geri besleme
orani bulunmaktadir.

Deney Asamasi:

a. Transistoriin 3. Bolge Karakteristiginin Crkarilmasi

Ayarhi gii¢ kaynagi ile ¢ikis gerilimini 0.7Volt’a ayarlayiniz. Y-0016/006 modiiliinii yerine takiniz ve
devre baglantisin1 Sekil...’de verildigi gibi yapiniz.
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1-) P1 ve P2 potansiyometrelerin orta uglarini 0Volt’a ayarlayiniz.
2-) Devreye enerji veriniz.
3-) P2 potansiyometresi ile kollektor-emiter gerilimini de (V) V., =0.7Volt ’a ayarlaymiz. Deney

sonuna kadar bu deger sabit kalacaktir. islem basamaklarinda kollektor-emiter (V.,), degisim olursa P2
potansiyometresi ile tekrar V= 0.7Volt a ayarlayiniz.
4-) P1 potansiyometresi ile base-emiter gerilimini (¥, ) Tablo 1’de verilen degerlere sirasiyla ayarlayimiz.

Her basamak i¢in base akimini (/, ) kaydediniz.

VCE=0.7Volt (Sabit)
SIRA VBE(mV) IB(MA)
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5-) Islem basamag Tablo 1°de elde edilen degerlerden faydalanarak , = f.V,, karakteristigini ¢iziniz.

— 200

— 400

— 600

[— 800

— 1000

VBE(mV)

Sekil 4

EEM206 Elektronik I Lab., 2020rev0001



b. Transistoriin 4. Bélge Karakteristiginin Crkarilmasi

Ayarl gii¢ kaynagi ile ¢ikis gerilimini 0.7Volt’a ayarlayiniz. Y-0016/006 modiiliinii yerine takiniz ve
devre baglantisim1 Sekil... de verildigi gibi yapiniz.
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Sekil 5

1-) P1 ve P2 potansiyometrelerin orta uclarim1 0Volt’a ayarlayiniz.
2-) Devreye enerji veriniz.
3-) P1 potansiyometresi ile /, akimimi, /, =104 e ayarlaymniz. Deney sonuna kadar bu deger sabit

kalacaktir. Islem basamaklari base akiminda ([, »), degisim olursa Pl potansiyometresi ile tekrar
I, =10uA e ayarlayiniz.
4-) P2 potansiyometresi ile kollektor-emiter gerilimini (7, ) Tablo 2’de ki degerlere sirasiyla ayarlaymiz.

Her basamakta base-emiter gerilimini (), ) kaydediniz.

IB=10A (Sabit)
SIRA VCE(V) VBE(V)
1 0.1
2 0.3
3 0.5
4 0.7
5 0.9
6 1.0
Tablo 2

5-) P1 ve P2 potansiyometrelerin orta uglarini yine O0Volt’a getiriniz. Bu kez P1 potansiyometresi ile base
akimini (1), I, =20uA e ayarlayip deneyi tekrarlayiniz.

6-) P2 potansiyometresi ile kollektor-emiter gerilimini (7, ) Tablo 3’de ki degerlere sirasiyla ayarlaymiz.
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Her basamaktaki base-emiter gerilimini (¥, ) kaydediniz.

IB=20[A (Sabit)
SIRA VCE(V) VBE(V)
1 0.1
2 0.3
3 0.5
4 0.7
5 0.9
6 1.0
Tablo 3

7-) Islem basamagi 6°da elde edilen degerlerden faydalanarak V,, = f.V,, karakteristiklerini ¢iziniz.
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